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CuAl2型の体心正方晶構造 (No. 140, I4/mcm)をもつ Zr2Coは超伝導転移温度 Tsc = 5.5 Kの超伝導
体であることが知られており，比熱やNMRの実験からBCS型の超伝導体であると報告されている [1, 2]．
これまでに Zr2T (T: Rh, Ir, Co, Ni)化合物や Zr2Co1−xNix化合物に関して超伝導および電子物性につ
いて報告されているが，全て多結晶試料のみの報告である [1–3]．
今回我々は Zr2Coの単結晶を育成し，電気抵抗，比熱，磁化・磁化率，ドハース・ファンアルフェン

効果および圧力中での電気抵抗測定を行い、その超伝導およびフェルミ面の性質を調べたので報告する．
単結晶はブリッジマン法で育成した．Zr:Co = 2:1で秤量した原料をアーク溶解した後，砕いてイット

リアるつぼに入れ，1150 ◦Cまで昇温し約 1週間かけて育成した．図 1(a)および (b)に育成された単結晶
の写真および電気抵抗の温度依存性をそれぞれ示す．電気抵抗測定の結果，残留抵抗値 ρ0 = 3.4 µΩ·cm，
試料の純良性を示す指標である残留抵抗比RRR = 31の比較的良質な単結晶であることが分かった．ま
た，Tsc = 5.2 Kで過去の報告とよく一致しており，正方晶であるが立方晶に近い構造を反映して異方性
はない．
次に超伝導特性について調べた．図 2(a)および (b)に下部臨界磁場Hc1および上部臨界磁場Hc2の温

度依存性をそれぞれ示す．それぞれのデータを外挿することでHc1(0) = 110 Oe，Hc2(0) = 13 kOeと決
定した．図 2(c)は T < Tscの超伝導状態における電子比熱の温度依存性である．実線で示した BCS型
のギャップ模型からは低温に向かうにつれてずれ始めており単純なギャップ構造ではない．また，1.45 K

での電子比熱係数は磁場に対して直線的ではなく
√
H で増大する (図 2(d)参照)．この特徴的な振舞い

は，BCS型超伝導ではあるがマルチギャップ構造をもつMgB2 [4, 5]，またはギャップは一つだが異方性
のある CeRu2の振舞いによく似ており [6, 7]，Zr2Coの超伝導ギャップ構造はこれらのうちのいずれか
だと考えられる．講演ではフェルミ面の性質や Tscに対する圧力効果についても議論する．
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図 1: Zr2Coの (a) 単結晶の写真および (b) 電気抵抗の温度依存性．
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図 2: Zr2Coの超伝導特性．(a) 下部臨界磁場Hc1と (b) 上部臨界磁場Hc2および熱力学的臨界磁場Hc

の温度依存性，(c) 超伝導状態における電子比熱の温度依存性， (d) 1.45 Kでの電子比熱係数の磁場依
存性．
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